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【はじめに】 我々は有機金属気相エピタキシャル（OMVPE）法により Eu添加 GaN（GaN:Eu）
を用いた発光ダイオード（LED）を作製し、室温・電流注入下で Eu に起因する赤色発光を
得ることに成功している[1]。近年その光出力は 1 mW を超え、実用化に向けた遜色ない値
が得られおり、現在さらなる強度の向上とレーザ発振に向け、研究が進捗している。Eu 添
加 GaN に微小共振器構造を導入することで GaN 系での赤色レーザ実現が期待できる。本研
究では微小共振器構造としてマイクロディスク構造を採用した。マイクロディスクの発振
モードには円板周回方向に全反射を繰り返しながら伝搬する周回モードがあり、エネルギ
ー損失が少ないことから低閾値での発振が期待できる。既に GaN でのマイクロディスクに
よるレーザ発振は報告されている[2]。本講演では Eu 添加 GaN を用いてマイクロディスク
構造の作製を行い、その光学測定を行った結果を報告する。 

【実験方法と結果】試料はOMVPE法によりc面サファイア基板上に犠牲層であるAlInN(600 

nm)を成長し[3]、その上に発光層である Eu 添加 GaN(200 nm)を成長した。この試料に EB

描画装置を用いて円孔パターンを描画し、その上から EB蒸着装置でエッチングマスクとす
る SiO2(250 nm)を蒸着した。リフトオフでパターンを成形した後、ICP ドライエッチングに
より犠牲層の最下部までエッチングを行い、最後に 120 ℃の硝酸を用いてウェットエッチ
ングを行うことで犠牲層のリフトオフを行った。作製した試料を SEM で観察したところ、
マイクロディスク構造の形成が確認された(Fig. 1)。次に、この試料を He-Cd レーザを用い
て顕微フォトルミネッセンス(Photoluminescence: PL)測定を行った。Fig. 2に様々な測定温度
での PLスペクトルを示す。図中の矢印のピークは同条件で測定した共振器構造を持たない
サンプルには見られないピークであり、共振器由
来のピークであることを示唆している。また、高
温になるほどピークが長波長側へシフトしてい
ることが確認でき、これは共振器のピークが GaN

の屈折率変化や熱膨張によってシフトしている
ためと推定される。 
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Fig. 1 SEM image of a GaN:Eu microdisk structure Fig. 2 Temperature dependence of  

PL spectra 
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